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摘要(译)

本发明的AMOLED像素结构包括像素发光区域，电源线VDD、扫描线
SCAN、数据线DATA、开关晶体管、驱动晶体管和存储电容器，电源线
VDD金属形成所述存储电容器的上电极，位于电源线VDD金属正下方包
括对应的金属层作为存储电容器的下电极，上电极与下电极之间包括间
隔介质ILD。有益效果在于，通过将存储电容器置于电源线VDD之下，缩
小了基本像素驱动电路面积，增大底发射AMOLED器件开口率，有利改
善器件的功耗效率和寿命。通过上述方案，如果能够通过优化薄膜晶体
管的存储电容，来缩小像素电路的尺寸大小，且不影响像素电路的驱动
性能，将会增加像素开口率，改善器件功耗效率及寿命。
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